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大面積に高配向なダイヤモンド膜(Highly Oriented Diamond : HOD)をヘテロエピタキシャル成

長する基板として、Si ウエハに 3C-SiC を成長させた 3C-SiC/Si 基板が期待されている[1][2]。一

方(111)面ダイヤモンドは、磁場センサーなどの応用が注目されている窒素-空孔欠陥（NV セン

タ）の欠陥軸の方向を制御でき、高性能化が可能のため需要が高まっている。本研究では

3C-SiC/Si の(111)面に HOD(111)を合成することを目的として、独自のバイアス促進核形成法と

CVD 法を構築することにより実現した。 

基板には Si 上に CVD でエピタキシャル成長した SiC（オフ : [11-2]方向に 4°）を用い、ダイ

ヤモンドの合成には先端放電型マイクロ波プラズマ CVD 装置[1]を用いた。高電圧によるバイア

ス促進核形成法(Bias Enhanced Nucleation : BEN)では核発生から数秒間の間に多量の配向核が発

生し、続いて非配向核が発生する。本研究ではこの非配向核発生期間に突入する前に印加終了

し、配向率を改善するパルス BEN を提案する。核形成および成長条件を Table.1 に示す。 

Fig.1 から 109/cm2 におよぶ高い核密度が確認でき、SiC によるスポットパターンの外側に現れ

るダイヤモンドの狭い円弧パターンは高い配向性を示している。続いて、この核に対し 2 時間の

成長を行った。成長後、三角形状の配向 

粒子により薄膜が構成され、高配向性を示す 

ストリークパターンが確認できる。 

 以上より、3C-SiC/Si(111)上への HOD(111) 

の成膜が確認された。今後の結晶性の改善 

によって NV センタへの適用が期待される。 

 Table1. MPCVD conditions for diamond 
nucleation and growth step. 

Fig. 1 The SEM image and RHEED pattern of 
diamond grains just after (a) nucleation, and (b) 
growth, respectively. Even with high grain 
density(109~/cm2), the spot and streak diffraction 
patterns from diamond indicate high epitaxial rate of 
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